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MEMORIA DESCRIPTIVA
de una Patente de Iniencién a nombre de:
THi GENERAL ELECT«IC COMPANY LIMITED, de
nevionalidad inglesa, domiciliada en LON-
DON W.C.2., Magnet House, Kingsway, (In-
glaterra); por: "PERFECCIONAMIENTOS EN
LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE SENALES".-

oo ';. ..,

Iste invento se refiere a los circuitos eléctricos

de sefiales.

Un objeto del presente invento es el de proporcio-
nar un circuito eléctrico de sefiales perfeccionado que sea

eficaz aunque de una forma biasicamente simple,

Conforme al presente invento, un circuito eléctri-
co de sefiales comprende un transistor con electrodos emisor,
de base y colector, un rectificador conectada entre los elec-
trodos emisor y base, cuya direccibén de conduccién avanzante
entre estos electrodos es opuesta a la del rectificador "emi-
sor a base" del transistor, una conduccidén de senales de en~-
trada para la aplicacibén de sefiales de entrada entre los elec-

trodos emisor y base, una conduccidn de entrada de seilales
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¥y una conduccidén de corriente conectada a la conduccidén de en-
trada en dergivacidén con el rectificador "emisor a base' del
transistor y que posee una impedancia que depende de si se apli-
ca o0 no una sefial de entrada a la conduccién de entrada de se-
nales, siendo tal lé instalacidn que si no se aplica ninguna
sefial de entrada a la conduqcién de seiiales, el rectificador
primeramente c¢itado es conductor para mantener no conductor al
transistor, independientemente de dichas seiiales de entrada apli-
cadas entre los electrodos emisor y base, mientras que, por otra
parte, si se aplica una sefial de entrada a dicha conduccién de

seflales, dicho rectificador mencionado en primer lugar no es

~conductor, a fin de permitir gque el transistor conduzca, de-

pendiendo de dichas senales de entrada.

Describiremos a continuacidén dos circuitos eléctri-
cos de seilales ambos conforme al presente invento, lo que se
hace a modo de ejeuplo, con referencia a los planos adjuntos,

en los cuales:~

La fig. 1 es un dlagrama del primero de los dos cir=

cuitos de sefiales; ¥y

La fig. 2 es un diagrama del segundo circuito de se-
fiales, siendo este Glvimo circuito una for-
ma modificada del circuito reépresentado en

la rig. 1.

Con referencia a la figura 1, diremos que el primer

circuito de seilales comprende un transistor de unién P-N-P, 1,
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cuyo electrodo base va conectado dlrectamente a tlerva. Un rec-
tificador 2 va conectado directamente entre los electrodos base
y emisor del transistor 1, de modo que la direccidén de la con-

duccidn avanzante del rectificador 2 es opuesta a la del recti-

ficador "base a emisor'" del transistor 1.

Las pulsaciones o impulsos de entrada, de signo posi-
tivo, gque han de entrar en el circuito se aplican entre los elec-
trodos emisor y base del transistor 1 desde una fuente de entra-
da de pulsaciones 5, la cual va conectada al electrodo emisor
por un conductor 4. Un rectificador Sy ﬁna resistencia 6 van
conectadas en serie entre el conductor 4 y una fuente de polari-
zacién de voltaje negativo, para proporcionar una trayectoria de
corriente en derivacidén con el rectificador "emisor a base" en
el transistor l. Una fuente de pulsaciones de entrada 7 va co-
nectada, a través de un condensador 8, a la unidén del rectifi-
cador 5 y de la resistencia © para aplicar puisaciones de entra-

da de signo positivo al rectificador 5.

Una carga 9 va conectada al circuito del electrodo co-
lector del tramsistor 1 para utilizar aquéllas pulsaciones pro-
cedentes de la fuente de pulsaciones 3 sobre las que actlan las

pulsaciones procedentes de la fuente 7.

Cuando no se aplica ninguna pulsacién al rectificador 5 proce-
dente de la fuente 7, los dos rectificadores 2 y 5 conducen y
el transistor 1 no conduce. La corriente que fluye a través del
rectificador 2 da como resultado la aplicacidn de un voltaje
inverso al rectificador "emisor a base" en 8l transistor 1, de

modo que mantiene no conductor el transistoq&. Ll rectificadox
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2 conduce, para mantener no coanductor al transistor‘l, iﬂeren—
tientemente de la aplicacidn de los imphlsos de entrada por el
conductor 4, ya que la corriente que fluye a través del rectifi-
cador 5 es de mayor magnitud gue la corriente méxima que fluye por

el conductor 4 debido a las pulsaciones dé entrada.

La aplicacidn de una pulsacidn al rectificador 5 hace
que el rectificador 5 se haga no conductor. Como consecuencia ,
el rectificador 2 cesa tambiég de conducir, de modo que ya no se
aplica un voltaje inverso al rectificador base a emisor en el
transistor 1. Asi, toda pulsacidén de entrada aplicada por el coh-
ductor 4 juntamente con la aplicacidén de la otra pulsacidn o se-
nal, hace que el transistor 1 conduzca, de modo que dicha pulsa-
¢idn de entrada es transmitida a través del transistor 1 a la

carga 9.

Bl cambio de voltaje en el electrodo emisor del tran-
sistor 1 que se precisa para que el transistor 1 conduzca, es
igual a la diferencia'éntre los voltajes respectivos que son
necesarios para polarizar el rectificador 2 y el transistor 1.
Esta diferencia es pequeiia, de modo que la amplitud de la pulsa-.
cidn requerida para efectuar la operacidn de seflal es similarmente
pequefia. For ejemplo, en un circuito construido segin la fig.l,
el cambio de voltaje requerido en el electrodo emisor del tran-
sistor 1 es aproximadamnente 0,8 volt., de modo que una amplitud
de sefial de 88lo un voltio se considera adecuada para asegurar

una operacidn correcta.

Bs deseable gue el rectificador 5 preéente propiedades
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de baja acumulacidén, de manera gque no haya ninguna sefial falsa

de salida a la carga 9, o interferencia con la onda de alguna
senal de entrada procedente de la fuente 3, consiguiente al
flujo de corriente en direccidn inversa a través del rectifica-

dor 5 cuando se aplica una seifial procedente de la fuente 7.

A fin de reducir la fuerza requerida en la fuente de
seflales, el circuito de seflales de la figura i puede modificar-
s?éegﬁn la fig. 2. Se han empleado las mismas referencias nu-
méricas en la fig. 2 que en la fig. 1 para los componentes del
circuito de seiiales de la fig. 1, que queda sin variacibén por

esta modificacidn.

Con referencia a la fig. 2, diremos que la conduccibdn
de corriente que estd en derivacidn con el rectificador "emisor
a base" del transistor 1 en este caso, inclﬁye la conduccidn
"emisor a coleétor" de un tramsistor de union N-P-N, 10, y una
resistencia 1l. Una fuente de sefiales 12 va conectada al elec—
trodo base del transistor 10 para aplicar pulsaciones de signo

negativo a este electrodo base.

Las sefiales procedentes de la fuente 12 tienen cada
una una amplitud de un voltio y hacen que el tramsistor 10,
que normalmente conduce, se vuelva no conductor. Asi, cuando
se aplica una senal procedente ae la fuente de sefiales 12 al
transistor 10, se produce una elevacidn consiguiente en la
impedancia de la conduccién emisor a colector del transistor

10, con el resultado de que el rectificador 2 cesa de conducir.
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las pulsaciones de entrada que se aplican por el conducﬁbr 4

&
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desde la fuente 3, coincidiendo con la aplicacién de sefia-

les al trensistor 10 desde la fuente 12, pasan, por consiguien-
te, a la carga 9. La conduccidén normal del transistor 10 cuan-
do no se aplica ninguna seilal desde la fuente de pulsaciones
12, mantiene un voltaje inverso a través del re tificador emi-
80r a base en el transistor 1, de modo que las pulsaciones de

entrada procedentes de la fuente 3 no pasan entonces a la car-

gea 9.

Un rectificador 13 va conectado entre el electrodo
emisor del tramsistor 10 y una adecuada fuente de polarizacidn
negativa; para impedir que el potencial del electrodo emisor
del transistor 10 se haga més de medio voltio més negativo que

el potencial normal en el electrodo base.

O-CNOTA--.

Se reivindica como nuevo y de propia invencidén:

l.~ Perfeccionamientoa en los ¢ircuitos electricos

de seniales, caracterizados porque comprende un transistor, el

cual posee electrodos emisor, base y colector; un rectificador
que estd conectado entre los electrodos emisor y base con su
direccibén de conduccidn avanzante entre dichos electrodos opues-
ta a‘la del rectificador "emisor a base" en el transistor; una
conduceidn de entrada se sefales para 1é aplicacién de seiiales
de entrada entre los electrodos emisor y base; una conduccién

de entrada se sefiales, y una conduccién de corriente que va
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conectada a la conduccidén de entrada en derivacidén con el 3%
tificador "emisor a base" del transistvor & que GLiene una impe-
dancia que depende de que se aplique 0 no una seflal a la conduccidn

145 de entrada de seﬁales,'siando tal la disposicidn que, si no se
aplica ninguna sefial a la conduccidén de entrada de sefiales, el
rectificador mencionado en primer lugar es conductor, para man-—
tenerel transistor en situacidén dep no conductor, independiente-
unente de dichas seflales de entrada aplicadas entre los electro-

150 dos emisor y base, ¢ si, en cambio, se aplica una seial a dicha

| conduccidén de entrada de seiiales, dicho rectificador mencionado

en rbimer lugar se hace no conductor, de modo que permite que

el transistor conduzca, dependiendo de las indicadas seilales de

2

entrada.

155 2.~ Perfeccionamientos conforme a la reivindicacién
1, en el que dicha conduccidn de corriente; que estéd conectada
en derivacién con el citado rectificador "emisor a base", inclu-
ye otro rectificador dispuesto para hacerse conductor cuando
no se aplica ninguna sefial a la trayectoria de entrada de se-

160 fales.

3,- Perfeccionamientos conforme a las reivindicacidnes
anteriores, caracterizados porque incluye otro transistor, el
cual posee electrodos emisor, vase y colector, y que estd dis=~
puesto para ser, normalmente, conductor, ¥ en el que la citada

165 conduccién de corriente que estd concctada en derivacién con el
rectificador "eamisor a base" del transistor primeramente citado
incluye la conduccidn "emisdr a colector" de dicho transistor

ulterior, estando dispuesta la trayectoria de entrada de seiiales
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de modo que puden aplicarse seflales entre Los electrodos cumi-

G

gsor y base del mencionado transistor ulterior, a fin de que

éste se haga no conductor,

4.~ PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CIRCUITOS ELECTKIC OS
DE SENALES.

Tal como se describe y reivindica en la presente
Memoria Descriptiva que consta de ocho hojas escritas a

méguiga por una sola cara y de sus correspondientes dibujos.

Madrid, 4 4 D‘C.1950
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